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(§) Verfahren und Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein Tragersubstrat 
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) Beschrieben wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zum 
Anheften bzw. Kleben eines Wafers an ein Tragersubstrat 
Die Vorrichtung weist auf: 

einen unteren Teil einer Kammer r der einen Wafertrager (4) 
mit einer ebenen Flache (41) beinhaltet, auf der ein Wafer 
(1), der eine Flache mit einem Klebemittel (3) besitzt, mit der 
nach oben gerichteten Klebemittel-(3)-Schicht montiert 1st; 
einen oberen Teil der Karnmer (55), der die mit dem Wafer 
montlerte, ebene Flache (41) des Wafertragers (4) bedeckt 
und der eine Absaugoffnung (56) zum Absaugen der Luft um 
die mit dem Wafer montierte, ebene Flache (41) herum und 
eine Druckplatte (57) enthatt, die einem Tragersubstrat (2) 
gegenuberliegend zur Verstarkung des Wafers (1) auf dem 
Wafer (1) angebracht ist und die nach unten bewegt werden 
kann, so daft die Druckplatte (57) das Tragersubstrat (2) 
gegen den Wafer (1) druckt; zumindest 3 MeBblocke (8). die 
eine groBere Oicke als die des Wafers (1) haben, die auf der 
ebenen Flache (41) des Wafertragers (4) angeordnet sind 
und die den Wafer (1) in gleichen Abstanden umgeben, 
wobei diese MeBblocke (8) zwischen dem Tragersubstrat (2) 
und der mit dem Wafer montierten, ebenen Flache (41) 
elngezwangt sind, wenn das Tragersubstrat (2) an den Wafer 
(1) gedruckt wird; und Heizvorrichtungen (20, 21) zum 
Beheizen des Wafers (1) und des Tragersubstrates (2), die in 
den unteren und oberen Teil der Karnmer (4; 55) eingelassen 
sind. 
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Bereich der Erfindung 

Die vorliegenden Erfindung betrifft ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zum Haften bzw. Kleben eines 
Halbleiterwafers, wie z. B. ein GaAs-Wafer oder ein 
InP- Wafer, mit einem Klebemittel, wie z. B. Wachs, an 
ein Substrat zum Tragen und Verstarken des Wafers. 

Hintergrund der Erfindung 

Wenn ein zerbrechlicher Wafer, der GaAs oder InP 
aufweist, poliert oder die polierte Fliche geatzt oder 
metallisiert wird, wird der Wafer durch ein Tragersub- 
strat verstarkt, wie z. B. Glas oder Saphir, das mit einem 
Klebemittel, wie z. B. Wachs, an den Wafer geklebt wird 

Die Fig. 7(a) und 7(b) sind Querschnittansichten, die 
eine herkdmmliche Vorrichtung zum Kleben eines Wa- 
fers an ein Tragersubstrat veranschaulichen. Diese Vor- 
richtung weist einen Wafertrager (ein unterer Teil einer 
Kammer) 42, auf dera ein Wafer 1 und ein TrSgersub- 
strat 2 angebracht sind, einen oberen Teil 5 der Kammer 
(im folgenden als eine obere Kammer bezeichnet), der 
den Wafertrager 42 bedeckt, und einen Expansions- und 
Kontraktionskdrper 52 auf, urn den Wafer 1 an das Tra- 
gersubstrat 2 zu drucken. Der Expansions- und Kon- 
traktionskorper 52 weist zum Beispiel eine Gummiplat- 
te auf. Die obere Kammer 5 hat erne Absaugoffnung 51 
und eine Offnung 53, um den Luftdruck in dem Expan- 
sions- und Kontraktionsk6rper 52 zu steuern. Der mit 
der oberen Kammer 5 bedeckte Raum fiber dem Wafer- 
trager 42 ist durch einen O-Ring 7 hermetisch abgedich- 
tet Der Wafertrager 42 hat auf der oberen Flache eine 
Aussparung und das Tragersubstrat 2 wird in die Aus- 
sparung eingesetzt Auf dem Tragersubstrat 2 ist ein 
Waferfuhrungsring 6 und auf einem Bereich des Trager- 
substrates 2 innerhalb dem Waferfuhrungsring 6 ein 
Wafer 1 mit Wachs 3 angeordnet, wobei das Wachs 3 
das Tragersubstrat 2 beruhrt Weiterhin ist eine Heiz- 
vorrichtung 22 zum Heizen des Tragersubstrates 2 und 
des Wafers 1 auf der hinteren Flache des Wafertragers 
42 angeordnet 

Es wird ein Verfahren zum Kleben eines Wafers an 
ein Tragersubstrat unter Verwendung der in den 
Fig, 7(a) und 7(b) gezeigten Vorrichtung beschrieben. 
Wie in Fig. 7(a) dargestellt, wird anf angs ein Tragersub- 
strat 2 auf den Wafertrager 42 gesetzt und der Wafer- 
fuhrungsring 6 wird auf dem Tragersubstrat 2 ange- 
bracht AnschlieBend wird ein Wafer 1 mit Wachs 3 mit 
der die Wachs-3-Schicht besitzenden Flache nach unten 
auf dem Tragersubstrat 2 angebracht und der Wafertra- 
ger 42 wird mit der oberen Kammer 5 bedeckt, die 
einem Deckel entspricht 

Wie in Fig. 7(b) dargestellt ist, wird als nachstes der 
Wafertrager 42 durch die Heizvorrichtung 22 auf eine 
vorgeschriebene Temperatur aufgeheizt, um das Tra- 
gersubstrat 2 und den Wafer 1 zu beheizen, und der 
Luftdruck innerhalb der Kammer wird durch Absaugen 
der Luft durch die Absaugflffnung 51 verringert Weil 
der Luftdruck innerhalb dem Expansions- und Kontrak- 
tionskorper 52 durch die Offnung 53 immer auf Atmo- 
spharendruck eingestellt ist, expandiert zu diesem Zeit- 
punkt der Expansions- und Kontraktionsk6rper 52 und 
druckt den Wafer 1 gegen das Tragersubstrat 2, wobei 
der Wafer 1 an das Tragersubstrat 2 geklebt wird. 

Weil das Tragersubstrat 2 und der Wafer 1 in der 



herkSmmlichen Vorri^^p; beheizt und der Luftdruck 
innerhalb der Kainme^rorringert werden, wenn der 
Wafer 1 gegen das Tragersubstrat 2 gedrQckt wird, wird 
das Wachs 3 aufgeweicht, wahrend eine fifichtige Kom- 
5 ponente in dem Wachs 3 verdampft, so daB in dem 
Wachs 3 keine Biasen zurflck bleiben, wenn der Wafer 1 
an das Tragersubstrat 2 geklebt wird. 

Wegen der veranderbaren Form des Expansions- und 
Kontraktionskorpers 52 und der Neigung des Wafers 1 

io auf dem Tragersubstrat 2 ist es jedoch schwierig, die 
Dicke des Wachses 3 zwischen dem Wafer 1 und dem 
Tragersubstrat 2 innerhalb der Waferflache gleichma- 
Big herzustellen, so daB die Klebegenauigkeit nicht ver- 
bessert werden kann. Wenn die hintere Flache des Wa- 

15 fers 1, dessen vordere Flache an das Tragersubstrat 2 
geklebt ist, poliert wird, um die Dicke des Wafers 1 auf 
25 ~ 30 urn zu verringern, muB die UngleichmaBigkeit 
der Dicke des Wachses 3 zwischen dem Wafer 1 und 
dem Tragersubstrat 2 innerhalb der Waferflache zwar 

20 ausreichend kleiner als die Dicke des Wafers 1 nach dem 
Polieren sein, aber die herkdmmliche Vorrichtung kann 
keine ausreichend dOnne und gleichmaflige Dicke des 
Wachses 3 lief ern. 
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Zusammenfassung der Erfindung 



Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
Verfahren und eine Vorrichtung zum Haften bzw. Kle- 
ben eines Wafers an ein Tragersubstrat mit verbesserter 

30 Klebegenauigkeit zuschaff en. 

Andere Aspekte und Vorteile der Erfindung werden 
aus der folgenden, detaillierten Beschreibung ersicht- 
lich. Die detaillierte Beschreibung und die besdiriebe- 
nen, spezifischen Ausfiihrungsformen sind nur zur Ver- 

35 anschaulichung vorgesehen, weil verschiedene Zusatze 
und Anderungen innerhalb dem Gebiet der Erfindung 
aus der detaillierten Beschreibung fur den Fachmann 
ersichtlich sein werden. 
GemaB einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfin- 

40 dung weist ein Verfahren zum Kleben eines Wafers an 
ein Tragersubstrat auf: Vorberehen eines Wafers, der 
eine Flache mit einem Klebemittel besitzt, und eines 
Tragersubstrates, das den Wafer verstarkt und einen 
Fiachenbereich hat, der grdBer als der des Wafers ist; 

45 Anordnen des Wafers auf einer ebenen Flache eines 
Wafertragers mit der die Klebemittel-Schicht besitzen- 
den Flache nach oben; Anordnen von zumindest drei 
MeBbldcken auf der ebenen Flache des Wafertragers, 
die eine groBere Dicke als die des Wafers haben und die 

so den Wafer in gleichen Abstanden umgeben; Anordnen 
des Tragersubstrates auf dem Wafer und der MeBbldk- 
ke; Beheizen des Wafers und des Tragersubstrates und 
Absaugen der Luft um den Wafer und das Tragersub- 
strat herum; und Drflcken des Tragersubstrates gegen 

55 den Wafer unter Verwendung einer Druckplatte, bis das 
Tragersubstrat alle MeBblocke beruhrt Daher kann ein 
mit dem Klebemittel gefullter Spalt zwischen dem Wa- 
fer und dem Tragersubstrat, & h. die Dicke des Klebe- 
mittels, innerhalb der Waferflache gleichmaBig herge- 

60 stellt werden. 

GemaB einem zweiten Aspekt der vorliegenden Er- 
findung weist ein Verfahren zum Kleben eines Wafers 
an ein Tragersubstrat auf: Vorbereiten eines Wafers, 
der eine Flache mit einem Klebemittel besitzt, und eines 

65 Tragersubstrates, das den Wafer verstarkt und einen 
Fiachenbereich hat, der grftBer als der des Wafers ist; 
Anordnen des Wafers auf einer ebenen Flache eines 
Wafertragers mit der die Klebemittel-Schicht besitzen- 
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den Fllche nach oben; AilU^n von zumindest drei der Offnungen der E^J^angslScher an der unteren 
MeBbldcken, die eine grdBere Dicke als die des Wafers Flache des Wafertragers, wenn die Wafertragerstangen 
haben, die, abgesehen von der ebenen Flache des Wa- aus den Durchgangslfichern herausgezogen sind Weil 
f ertragers, raumlich getrennt sind und die den Wafer in der Wafer durch die Wafertragerstangen von dem Wa- 
gleichen Abstanden umgeben; Anordnen des Trager- 5 fertrager hochgehoben werden kaim, ist es moglich, die 
substrates auf den MeBblocken; Beheizen des Wafers Vorrichtung unter Verwendung eines RobotertrSgers 
und des TrSgersubstrates und Absaugen der Luft urn oder ahnlichem zu automatisieren, ohne die Eigenschaf- 
den Wafer und das Tragersubstrat herum; und Drticken ten, wie z. B. den Vakuumgrad in der Kammer, herabzu- 
des Tragersubstrates gegen den Wafer unter Verwen- setzen. 

dung einer Druckplatte, bis alle MeBblocke die ebene 10 GemaB einem sechsten Aspekt der vorliegenden Er- 
Flache des Wafertragers bertihren. Daher kann ein mit findung weist die oben erwahnte Vorrichtung weiter 
dem Klebemittel gefullter Spalt zwischen dem Wafer auf: einen GaseinlaB, der durch den oberen Teil der 
und dem Tragersubstrat, d h* die Dicke des Klebemit- Kammer hindurchdringt und von der AuBenseite ein 
tels, innerhalb der Waferflache gleichm&Big hergesteilt Gas in die Kammer zufiihrt; eine Gasversorgungsrohr- 
werden. 15 ieitung, die mit dem GaseinlaB verbunden ist und das 

GemaB einem dritten Aspekt der vorliegenden Erfin- Gas zu dem GaseinlaB liefert; und eine Heizvorrichtung 
dung weist eine Vorrichtung zum Kleben ernes Wafers zum Beheizen eines Bereiches der Gasversorgungsrohr- 
an ein Tragersubstrat auf: einen unteren Teil einer Ieitung. Weil das Gas, das in die Kammer zugefGhrt 
Kammer, der einen Wafertrager mit einer ebenen Fla- wird, nachdem das Tragersubstrat an den Wafer geklebt 
che beinhaltet, auf der ein Wafer, der eine Flache mit 20 worden ist, vorher durch die Heizvorrichtung beheizt 
einem Klebemittel besitzt, mit der nach oben gerichte- wird, wird vermieden, dafi in dem Klebemittel wegen 
ten Klebemittel-Schicht montiert ist; einen oberen Teil dem schnellen Abkiihlen des Klebemittels Blasen ru- 
der Kammer, der die mit dem Wafer montierte, ebene rilckbleiben. 

Flache des Wafertragers bedeckt und der eine Absaug- GemaB einem siebten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
offnung zum Absaugen der Luft urn die mit dem Wafer 25 dung weist die oben erwahnte Vorrichtung weiter auf: 
montierte, ebene Flache herum und eine Druckplatte einen Luftzylinder zum Antreiben des oberen Teiles der 
enthalt, die einem Tragersubstrat gegenQberliegend zur Kammer in die Vertikalrichtung und ein Paar von Gleit- 
Verstarkung des Wafers auf dem Wafer angebracht ist stucken bzw. Schiebern. Jeder Schieber weist auf: einen 
und die sich nach unten bewegen kann, so daB die horizontal beweglichen Block, der in die Horizontalrich- 
Druckplatte das Tragersubstrat gegen den Wafer 30 tung beweglich ist und eine schrage, obere Flache hat, 
druckt; zumindest 3 MeBblScke, die eine groBere Dicke die mit der Horizontalrichtung einen vorgeschriebenen 
als die des Wafers haben, die auf der ebenen Flache des Winkel bildet; eine Schnecke zum Bewegen des hori- 
Wafertragers angeordnet sind und die den Wafer in zontal beweglichen Blockes; und einen vertikal bewegli- 
gleichen Abstanden umgeben, wobei diese MeBbidcke chen Block, der in die Vertikalrichtung beweglich ist und 
zwischen dem Tragersubstrat und der mit dem Wafer 35 eine schrage, untere Flache hat, die die obere Flache des 
montierten, ebenen Flache eingezwangt sind, wenn das horizontal beweglichen Blockes beruhrt In dieser Vor- 
Tragersubstrat an den Wafer gedruckt wird; und Heiz- richtung werden der horizontal bewegliche Block durch 
vorrichtungen zum Beheizen des Wafers und des TrI- Drehen der Schnecke in die Horizontalrichtung, der 
gersubstrates, die in den unteren und den oberen Teil vertikal bewegliche Block mit der Bewegung des hori- 
der Kammer eingelassen sind Daher kann ein mit dem 40 zontal beweglichen Blockes in die Vertikalrichtung und 
Klebemittel gefullter Spalt zwischen dem Wafer und der obere Teil der Kammer mit der Bewegung des verti- 
dem Tragersubstrat, d h. die Dicke des Klebemittels, kal beweglichen Blockes bewegt, wobei der obere Teil 
innerhalb der Waferflache gleichmaBig hergesteilt wer- der Kammer in die Vertikalrichtung bewegt wird, bis die 
den. fiber dem Tragersubstrat angeordnete Druckplatte das 

GemaB einem vierten Aspekt der vorliegenden Erfin- 45 Tragersubstrat beruhrt und das Tragersubstrat an den 
dung weist die oben erwahnte Vorrichtung weiter auf: Wafer druckt Daher wird das Tragersubstrat mit einem 
eine ringformige Halterung, die einen Innendurchmes- gleichmaBigen Druck gegen den Wafer gedr&ckt 
ser hat, der groBer ist als der groBte Durchmesser des 

Wafers, die auf der oberen Flache eine zylindrische KurzeBeschreibungderZeichnungen 

Senkbohrung hat, auf der das Tragersubstrat angeord- 50 

net ist, und die durch einen elastischen Gegenstand mit Es zeigen: 

dem Wafertrager verbunden ist Weiterhin sind die Die Fig. 1(a) und 1(b) Querschnittsansichten, die eine 
MeBblocke an der ringfonriigen Halterung fest ange- Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein Trager- 
bracht und sie berflhren das Tragersubstrat Daher wird substrat gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der vor- 
die an den Wafer und an das Tragersubstrat angelegte, 55 liegenden Erfindung veranschaulichen. 
mechanische Beanspruchung verringert und der Wafer Die Fig. 2(a) und 2(b) Querschnittsansichten, die eine 
und das Tragersubstrat bleiben parallel zueinander, wo- Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein Trager- 
bei die GleichmaBigkeit der Klebemitteldicke weiter substrat gemaB einer zweiten Ausffihrungsform der 
verbessert wird vorliegenden Erfindung veranschaulichen. 

GemaB einem fGnften Aspekt der vorliegenden Erfin- eo Die Fig. 3(a)— 3(d) Querschnittansichten, die eine 
dung weist die oben erwahnte Vorrichtung weiter auf: Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein Trager- 
eine Vielzahl von Durchgangsiochern, die den Wafer- substrat gemaB einer dritten AusfGhrungsform der vor- 
trager zwischen der mit dem Wafer montierten, ebenen liegenden Erfindung veranschaulichen. 
Flache und der unteren Flache durchdringen; eine Viel- Fig. 4 eine Querschnittsansicht, die eine Vorrichtung 
zahl von Wafertragerstangen zum Tragen des Wafers, 65 zum Kleben eines Wafers an ein Tragersubstrat gemaB 
die durch die Durchgangslocher hindurchgehen und aus einer vierten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
der mit dem Wafer montierten, ebenen Flache des Wa- dung veranschaulicht 

fertragers hervor stehen; und ein Ventil zum SchlieBen Fig. 5 ein Diagramm, das eine Vorrichtung zum Kle- 
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Prsubstrat gemaB einer tion herunter bewegtjl^^r der O-Ring 7 die Seitenfll- 

vorliegenden Erfindung che des Wafertragers TOeruhrt, wobei die Kammer ge- 

veranschaulicht schlossen ist Zu diesem Zeitpunkt berflhrt jedoch die 

Fig. 6 eine Perspektivansicht, die Schieber veran- Druckplatte 57 das Tragersubstrat 2 noch nicht Der 

schaulicht,welcheinderinRg.5ge2eigtenVorrichtung 5 Raum innerhalb der Kammer ist durch den O-Ring 7 

enthalten sind. hermetisch abgeschlossen. Danach werden der Wafer 1 

Die Hg. 7(a) und 7(b) Querschnittsansichten, die eine und das Tragersubstrat 2 durch die Heizvorrichtungen 

Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein Trager- 20 und 21 beheizt und die Luft innerhalb der Kammer 

substrat gemaB dem Stand der Technik veranschauli- wird durch die Absaugdffnung 56 abgesaugt, wobei eine 

chea 10 fIiichtigeKomponenteindemWachs3verdampft. 

Wie in Fig. 1(b) veranschaulicht ist, wird die obere 

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Kammer 55 danach nach unten bewegt, so daB die 

Ausfflhrungrformen Druckplatte 57 das Tragersubstrat 2 berflhrt und das 

Tragersubstrat 2 gegen den Wafer 1 drGckt, bis das 

Die Fig. 1(a) und 1(b) sind Querschnittsansichten, die 15 Tragersubstrat 2 die MeBbldcke 8 berflhrt Dabei wird 

eine Vorrichtung und ein Verf ahren zum Kleben eines der Wafer 1 mit dem Wachs 3 an das Tragersubstrat 2 

Wafers an ein Tragersubstrat gemaB einer ersten Aus- geklebt 

fflhrungsform der vorliegenden Erfindung veranschauli- Weil in dieser ersten Ausfuhrungsform der Erfindung 

chen. die MeBbldcke 8 auf der ebenen Flache 41 des Wafer- 

Wie in den Figuren gezeigt ist, weist die erflndungsge- 20 tragers 4 angeordnet sind, wobei sie den Wafer 1 urage- 

maBe Vorrichtung gemaB dieser ersten Ausfuhrungs- ben, und das Tragersubstrat 2 durch die Druckplatte 57 

form einen Wafertrager 4 (ein unterer Teil einer Kam- gegen den Wafer 1 gedruckt wird, bis das TrSgersub- 

mer) mit einer ebenen Flache 41, auf der ein Wafer 1 strat 2 die MeBblocke 8 beruhrt, wird zwischen dem 

angeordnet ist, MeBbldcke 8, die auf der ebenen Flache Tragersubstrat 2 und dem Wafer 1 ein mit dem Wachs 3 

41 des Wafertragers 4 angeordnet sind, und einen obe- 25 gef ullter Spalt, d h. die Dicke des Wachses 3, durch tfen 

ren Teil 55 der Kammer auf (im folgenden als eine obere Unterschied zwischen der Dicke der MeBblocke 8 und 

Kammer bezeichnet), der den Wafertrager 4 bedeckt der Dicke des Wafers 1 festgelegt Daher ist die Dicke 

Insbesondere werden ein Wafer 1, der eine Flache mit des Wachses 3 innerhalb der Waferflache gleichmaBig, 

Wachs 3 besitzt, mit der Wachs-3-Schicht nach oben auf dh*20um. 
der ebenen Flache 41 des Wafertragers 4 und ein Trt- 30 

gersubstrat 2 auf dem Wafer 1 angebracht Ein der ebe- Zweite Ausfuhrungsform 
nen Flache 41 des Wafertragers 4 gegenfiberliegender 

Bereich der oberen Kammer 55 dient als eine Druck- Die Fig. 2(a) und 2(b) sind Querschnittsansichten, die 

platte 57, urn das Tragersubstrat 2 gegen den Wafer 1 zu eine Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein Tra*- 

drucken. Weiter hat die obere Kammer 55 eine Absaug- 35 gersubstrat gemaB einer zweiten AusfQhrungsform der 

offnung 56. Der Raum innerhalb der Kammer ist durch vorliegenden Erfindung veranschaulichea In den Figu- 

einen O-Ring 7 hermetisch abgedichtet und die Luft ren bezeichnen die selben Bezugszeichen, wie die in den 

innerhalb der Kammer kann durch die Absaugdffnung Fig. 1(a) und 1(b) gezeigten, die selben oder entspre- 

56 abgesaugt werden. Des weiteren sind eine Heizvor- chende Teile. Der Grundaufbau der Vorrichtung ist mit 

richtung 20 in dem Wafertrager 4 und eine Heizvorrich- 40 dem Aufbau gemaB der ersten Ausfuhrungsform der 

tung 21 in der oberen Kammer 55 unterirdisch vorhan- Erfindung identisch. DA. die Vorrichtung weist den Wa- 

den. Der Wafer 1 und das Tragersubstrat 2 werden fertrager 4, die obere Kammer 55 und die MeBbldcke 8 

durch diese Heizvorrichtungen 20 und 21 beheizt Auf auf, und das Tragersubstrat 2 wird unter Verwendung 

der ebenen Flache 41 des Wafertragers 4 sind zuraindest der Druckplatte 57 an den Wafer 1 gedruckt, wodurch 

drei MeBbldcke 8 in gleichenAbstanden innerhalb eines 45 die MeBblocke 8 zwischen dem Tragersubstrat 2 und 

Bereiches angebracht, der aufierhalb des Wafermonta- der ebenen Flache 41 des Wafertragers 4 eingezwangt 

gebereiches und innerhalb der Kante des Wafertrager- werden, wobei die Dicke des Wachses 3 zwischen dem 

substrates 2 liegt Die MeBblocke 8 sind Platten mit Wafer 1 und dem Tragersubstrat 2 innerhalb der Wafer- 

einer Standarddicke, die zum Kalibrieren einer MeBuhr flache gleichmaBig hergestellt wird Die Vorrichtung ge- 

verwendet werden und die eine Dicke besitzen, die 50 maB dieser zweiten Ausfuhrungsform unterscheidetsich 

gleich der Waferdicke +20 um ist Die in den Fig. 1(a) von der Vorrichtung gemaB der ersten AusfQhrungs- 

und 1(b) gezeigte Vorrichtung ist mit vier MeBbldcken 8 form jedoch dahingehend, daB sie eine ringfdrmige Hal- 

versehen und die Querschnittsansichten sind entlang ei- terung 9 zum Halten des Wafertragersubstrates 2 ent- 

ner Linie gemacht, die entgegengesetzte zwei MeBbldk- halt Die ringfdrmige Halterung 9 hat eine zylindrische 

ke8kreuzt 55 Senkbohrung 91 zum Tragen des Wafertragersubstra- 

Es wird ein Verfahren zum Haften bzw. Kleben eines tes 2 und ihr Innendurchmesser ist grdBer als der grdBte 

Wafers an ein Tragersubstrat gemaB der ersten Ausftth- Durchmesser des Wafers 1. AuBerdem ist die ringformi- 

rungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben. ge Halterung 9 durch einen elastischenGegenstand, wie 

Wie in der Fig. 1(a) veranschaulicht ist, wird anfangs ein z. B. eine Feder 10, mit dem Wafertrager 4 verbunden 

Wafer 1, der eine Flache mit Wachs 3 hat, auf die ebene 60 und zumindest drei MeBbldcke 8 sind an der ringformi- 

Flache 41 des Wafertragers 4 mit der Wachs-3-Schicht gen Halterung 9 fest angebracht Wenn das Tragersub- 

nach oben abgebracht Als nachstes werden zumindest strat 2 in die ringformige Halterung 9 gesetzt wird, be- 

drei MeBbldcke 8, die eine Dicke gleich der Waferdicke ruhrt es die MeBbldcke a 

+20 um haben, auf der ebenen Flache 41 des Wafertra- Es wird die Wirkungsweise der in den Fig. 2(a) und 

gers 4 angebracht, wobei sie den Wafer 1 in gleichen 65 2(b) gezeigten Vorrichtung beschrieben. Wie in Fig. ^a) 

Abstanden umgeben. Danach wird ein Tragersubstrat 2 veranschaulicht ist, wird anfangs ein Wafer 1, der eine 

auf dem Wafer 1 angebracht Flache mit Wachs 3 hat, auf der ebenen Flache 41 des 

Als nachstes wird die obere Kammer 55 an eine Posi- Wafertragers 4 mit der Wachs-3-Schicht nach oben an- 
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gebracht Als nachstes wird^^^Sgersubstrat 2 auf der Kammer 55 nach untel^jf egt, urn das Tragersubstrat 
zylindrischen Senkbohrung 9Tder ringfSrmigen Halte- 2 an den Wafer 1 zu kleben, wie es in Fig. 3(d) gezeigt ist 
rung 9 angebracht Danach wird die obere Kammer 55 In den Fig. 3(b) und 3(c) ist die obere Kammer 55 weg- 
nach unten bewegt, bis der O-Ring 7 die Seitenflache gelassea 

des Wafertragers 4 beruhrt Zu dem Zeitpunkt berflhrt 5 Danach wird das Ventil 12 geoffnet und der an das 
die Druckplatte 57 das Tragersubstrat 2 noch nicht Als Tragersubstrat 2 geklebte Wafer 1 wird unter Verwen- 
nSchstes werden der Wafer 1 und das Tragersubstrat 2 dung der Auswerferstifte 11 nach oben gedrflckt und 
mit den Heizvorrichtungen 20 und 21 beheizt und die von der ebenen Flache 41 des Wafertragers 41 wegbe- 
Luft innerhalb der Kammer wird durch die Absaug6ff- wegt SchlieBlich wird der Wafer 1 mit dem Tragersub- 
nung56abgesaugt,wobeieinefluchtigeKomponentein 10 strat2herausgezogen. 

dem Wachs 3 verdampf t Wie in Fig. 2(b) veranschau- Weil der Wafer 1 in der Vorrichtung gemaB der drit- 
licht ist, wird als nachstes die obere Kammer 55 nach ten Ausfiihrungsform der Erfindung von der ebenen 
unten bewegt, so daB die Druckplatte 57 das Tragersub- Flache 41 des Wafertragers 4 unter Verwendung der 
strat 2 beruhrt und das Tragersubstrat 2 an den Wafer 1 Auswerferstifte 11 empor gehoben wird, ist es mdglich, 
driickt, bis die MeBblocke 8 die ebene Flache 41 des 15 das Verfahren unter Verwendung eines Robotertragers 
WafertrSgers 4 beriihrea Dabei wird das Tragersub- oder ahnlichem zu automatisieren, ohne die Eigenschaf- 
strat 2 an den Wafer 1 mit dem Wachs 3 als Klebemittel ten, wie z. B. den Vakuumgrad in der Kammer, herabzu- 
geklebt setzen. 

Weil in dieser zweiten Ausfiihrungsform der vorlie- 
genden Erfindung die Me6bl6cke 8 an der ringformigen 20 Vierte Ausfiihrungsform 

Halterung 9 an solchen Positionen fest angebracht sind, 

daB das Tragersubstrat 2 die MeBblocke 8 beruhrt, wird Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die eine Vorrich- 
die Dicke des Wachses 3 zwischen dem Tragersubstrat 2 tung zum Kleben eines Wafers an ein Tragersubstrat 
und dem Wafer 1 durch die Differenz der Dicken zwi- gemaB einer vierten Ausfiihrungsform der Erfindung 
schen den MeBblocken 8 und dem Wafer 1 entschieden, 25 veranschaulicht In Fig. 4 bezeichnen die selben Bezugs- 
so daB die Dicke des Wachses 3 innerhalb der Waferfla- zeichen, wie die in den Fig. 1(a) und 1(b) gezeigten, die 
che gleichmaBig hergestellt werden kann. Wenn das selben oder entsprechende Teile. Die Vorrichtung ge- 
Tragersubstrat 2 gegen den Wafer lgedrtickt wird, wird maB dieser vierten Ausfiihrungsform ist mit der Vor- 
weiter eine Neigung des Tragersubstrates 2 relativ zu richtung gemaB der ersten Ausfflhrungsform im Grunde 
dem Wafer 1 durch die Federn 10 aufgenommen, die die 30 identisch, ausgenommen, daB die obere Kammer 55 eine 
ringformige Halterung 9 und den Wafertrager 4 verbin- Gasversorgungsoffnung 58 hat, durch die ein Gas, wie 
den, so daB die an den Wafer 1 und das Tragersubstrat 2 z. B. N2 oder trockene Luft, in die Kammer zugeffihrt 
angelegte mechanische Beanspruchung verringert wird. wird, und das das Durchgangsloch 58 mit einer Gasver- 
Weil der Wafer 1 und das Tragersubstrat 2 auBerdem sorgungsrohrleitung 13 verbunden ist, die durch eine 
zueinander parallel sind, wird die GleichmaBigkeit der 35 Heizvorrichtung 14 beheizt wird 
Dicke des Wachses 3 weiter verbessert Es wird die Wirkungsweise der Vorrichtung beschrie- 

ben. Anfangs wird an den Wafer 1 ein Tragersubstrat 2 
Dritte Ausfuhrungsform in den selben Verfahrensschritten geklebt, wie fiir die 

erste Ausfuhrungsform der Erfindung beschrieben wur- 
Die Fig. 3(a)— 3(d) sind Querschnittsansichten, die ei- 40 de. Wie in Fig. 4 veranschaulicht ist, wird danach ein 
ne Vorrichtung und ein Verfahren zum Kleben eines beheiztes Gas, wie Z.B.N2 oder trockene Luft, durch die 
Wafers an ein Tragersubstrat gemaB einer dritten Aus- Gasversorgungsrohrleitung 13, die durch die Heizvor- 
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung veranschauli- richtung 14 beheizt ist, und durch die Gasversorgungs- 
chen. In diesen Figuren bezeichnen die selben Bezugs- offnimg 58 in die Kammer zugefuhrt, wobei das Trager- 
zeichen, wie die in den Fig. 2(a) und 2(b) gezeigten, die 45 substrat 2, das an der Druckplatte 57 eng befestigt ist, 
selben oder entsprechende Teile. Die Vorrichtung ge- von der Druckplatte 57 getrennt wird. Danach wird die 
maB dieser dritten Ausfuhrungsform ist mit der Vorrich- obere Kammer 55 nach oben gezogen, um die Kammer 
tung gemaB der zweiten Ausfuhrungsform im Grunde zu offnen. 

identisch, ausgenommen, daB der Wafertrager 4 an drei- Genauso wie in der ersten AusfQhrungsfonn der Er- 
fachen, symmetrischen Positionen drei Durchgangsld- 50 findung wird in der Vorrichtung gemaB dieser vierten 
cher 40 hat, durch die Auswerferstifte (Waf ertragerstan- Ausfuhrungsform der Erfindung die Dicke des Wachses 
gen) 11 hindurch gehen, und auf der unteren Flache des 3 zwischen dem Wafer 1 und dem Tragersubstrat 2 in- 
Wafertragers 4 ist ein Ventil 12 zum SchlieBen der nerhalb der Waferfiache gleichmaBig hergestellt Weil 
Durchgangsldcher 40 angeordnet Ein Wafer 1 wird un- das Gas, das in die Kammer zugefuhrt wird, nachdem 
ter Verwendung der Auswerferstifte 11 auf dem Wafer- 55 das Tragersubstrat 2 an den Wafer 1 geklebt ist, durch 
trager 4 sowohl angebracht, als auch von dort wegbe- die Heizvorrichtung 14 im voraus beheizt wird, wird 
wegt auBerdem vermieden, daB in dem Wachs 3 wegen dem 

Es wird die Wirkungsweise der Vorrichtung beschrie- schnellen Abkuhlen des Wachses 3 Blasen zuriick blei- 
ben. We in Fig. 3(a) veranschaulicht ist, wird anfangs bea 

ein Wafer 1 mit der Wachs-3-Schicht nach oben auf den 60 Obwohl der Wafertrager 4 gemaB dieser vierten Aus- 
Auswerferstiften 1 1 angebracht Wie in Fig. 3(b) gezeigt fuhrungsform dem Wafertrager gemaB der ersten Aus- 
ist, werden danach die Auswerferstifte 11 durch die fuhrungsform ahnlich ist, kann der Wafertrager mit der 
Durchgangsldcher 40 gezogen, um den Wafer 1 auf die ringformigen Halterung gemaB der zweiten AusfQh- 
ebene Flache 41 des Wafertragers 4 zu setzen, und das rungsform oder der Wafertrager mit den Auswerferstif- 
Ventill2wirdgeschlossen. 65 ten gemaB der dritten Ausfuhnmgsform verwendet 

In dem Schritt in Fig. 3(c) wird ein Tragersubstrat 2 werden. 
auf der zylindrischen Senkbohrung 91 der ringformigen 
Halterung 9 angebracht AnschlieBend wird die obere 
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Funf te Ausf^Pngsform und die obere Kamma^Fbewegt sich nach unten, wo 

bei die Druckplatte 57 das Tragersubstrat 2 an den Wa- 

Flg. 5 ist ein Diagramm, das schematisch eine Vor- fer 1 druckt Weil die Druckplatte 57 durch den Luftzy- 

richtnng zum Kleben eines Wafers an ein Tragersub- Under 17 gesteuert wird, wird an das Tragersubstrat 2 

strat gemaB einer funften Ausfuhrungsform der Erfin- 5 ein gleichmaBiger Druck angelegt 

dung veranschaulicht Fig. 6 ist eine Perspektivansicht, Wenn innerhalb der Kammer der Luftdruck niedrig 

die Schieber veranschaulicht, welche in der in Fig. 5 ist ist esschwierig, die obere Kammer 55 unter Verwen- 

gezeigten Vorrichtung enthalten sind. In Fig. 5 bezeich- dung des Luftzylinders 17 mit einer Iangsamen Ge- 

nen die selben Bezugszeichen, wie die in den Fig. 2(a) schwindigkeit nach unten zu bewegen, so daB im Wachs 

und 2(b) gezeigten, die selben oder entsprechende Teile. 10 3 Blasen zuruck bleiben. In der Vorrichtung gemaB der 

Die Vorrichtung gemaB dieser funften Ausruhrungs- funften Ausfuhrungsform der Erfindung bewegt der 

form ist mit der Vorrichtung gemaB der zweiten Aus- Luftzylinder 17 die obere Kammer jedoch hart nach 

fuhrungsform im Grunde identisch, ausgenommen, daB unten, so daB die Druckplatte 57 das Tragersubstrat 2 

die obere Kammer 55 mit einem Luftzylinder 17 verse* nicht berOhrt, und danach bewegen die Schieber 100 die 

hen ist, um die obere Kammer 55 vertikal zu bewegen, 15 obere Kammer 55, so daB die Druckplatte 57 das Trfi- 

bis die Druckplatte 57 eine zu dem Tragersubstrat 2 gersubstrat 2 berQhrt und das Tragersubstrat 2 an den 

enge Position erreicht, und daB die Kammer zwischen Wafer 1 druckt DIl, die feine Bewegung der oberen 

einem Paar von Schiebern 100 angebracht ist Jeder Kammer 55 nach dem Absaugen der Kammer wird 

Schieber 100 weist auf: einen horizontal beweglichen durch die Schieber 100 gesteuert Daher wird das TrS- 

Block 101, der nur in der Horizontalrichtung beweglich 20 gersubstrat 2 an den Wafer 1 mit einem gleichmaBigen 

ist und der eine schrage, obere Fiache hat, die mit der Druck gedrQckt und im Wachs 3 bleiben keine Blasen 

Horizontalrichtung einen vorgeschriebenen Winkel bll- zuruck. 

det, einen vertikal beweglichen Block 102, der nur in die Der Luftzylinder 17 und die Schieber 100 gemaB der 

Vertikalrichtung beweglich ist und der eine schrage, un- funften Ausfuhrungsform k6nnen fur die Vorrichtung 

tere Fiache hat, die die obere Fiache des horizontal 25 gemaB der ersten, der dritten oder der vierten Ausftth- 

beweglichen Blockes 101 beruhrt, eine Schnecke rungsform der Erfindung verwendetwerdea 

(Schraube) 103 zum Bewegen des horizontal bewegli- Obwohl ein kreisfdrmiger Wafer fur die ersten bis 

chen Blockes 101, und einen Motor 104 zum Drehen der funften Ausfuhrungsformen verwendet wird, ist die 

Schnecke 103. Die Schieber 100 ubertragen die vertikale Form des Wafers nicht beschrankt, solange der Wafer 

Bewegung des vertikal beweglichen Blockes 102 auf die 30 ebenist 

obere Kammer 55, wobei sich die obere Kammer 55 Die Erfindung schafft somit ein Verfahren und eine 

vertikal bewegt, bis die Druckplatte 57, die in der Nahe Vorrichtung zum Anheften bzw. Kleben eines Wafers 

des Tragersubstrates 2 angeordnet ist, das Tragersub- an ein Tragersubstrat Sie weist folgende Elemente auf: 

strat 2 beruhrt und die MeBblocke 8 die ebene Fiache 41 einen unteren Teil einer Kammer, der einen WafertrS- 

des Wafertragers 4 beruhren. An der oberen Kammer 35 ger (4) mit einer ebenen Fiache (41) beinhaltet, auf der 

55 ist eine obere Platte 15 fest angebracht und die unte- ein Wafer (1), der eine Fl§che mit einem Klebemittel (3) 

re Fiache der oberen Platte 15 beruhrt die vertikal be- besitzt mit der nach oben gerichteten Klebemittel- 

weglichen Blocke 102 der Schieber 100, wenn sich die (3)-Schicht montiert ist; einen oberen Teil der Kammer 

obere Kammer 55 nach unten bewegt und eine enge (55), der die mit dem Wafer montierte, ebene Fiache (41) 

Position zu dem Tragersubstrat 2 erreicht Der Wafer- 40 des Wafertragers (4) bedeckt und der eine Absaugdff- 

trager 4 und die Schieber 100 sind auf einer unteren nung (56) zum Absaugen der Luftum die mit dem Wafer 

Platte 16 angeordnet montierte, ebene Fiache (41) herum und eine Druckplat- 

Obwohl jeder Schieber 100 in der in Fig. 5 gezeigten te (57) enthalt, die einem Tragersubstrat (2) gegendber- 

Vorrichtung mit einem Motor 104 versehen ist, ist es liegend zur Verstarkung des Wafers (1) auf dem Wafer 

moglich, zwei Schieber 100 mit einem einzigen Motor 45 (1) angebracht ist und die nach unten bewegt werden 

104 unter Verwendung eines Riemens 106 anzutreiben, kann, so daB die Druckplatte (57) das Tragersubstrat (2) 

wie es in Fig. 6 gezeigt ist In Fig. 6 bezeichnen die gegendenWafer(l)drilckt;zumindest3MeBbl5cke(8X 

selben Bezugszeichen wie in Fig. 5 die selben oder ent- die eine groBere Dicke als die des Wafers (1) haben, die 

sprechende Teile. auf der ebenen Fiache (41) des Wafertragers (4) ange- 

Es wird die Wirkungsweise der in Fig. 5 gezeigten 50 ordnet sind und die den Wafer (1) in gleichen Abstanden 

Vorrichtung beschrieben. umgeben, wobei diese MeBblocke (8) zwischen dem 

Anfangs werden ein Wafer 1 auf der ebenen Fiache 41 Tragersubstrat (2) und der mit dem Wafer montierten, 

des Wafertragers 4 und ein Tragersubstrat 2 auf der ebenen Fiache (41) eingezwangt sind, wenn das TrSger- 

zylindrischen Senkbohrung 91 der ringf6rmigen Halte- substrat (2) an den Wafer (1) gedruckt wird; und Heiz- 
rung 9 angebracht AnschlieBend wird die obere Kam- 55 vorrichtungen (20, 21) zum Beheizen des Wafers (1) und 
mer 55 unter Verwendung des Luftzylinders 17 nach des Tragersubstrates (2), die in den unteren und oberen 
unten bewegt, bis die Druckplatte 57 eine vorgeschrie- Teil der Kammer (4; 55) eingelassen sind. 
bene Position in der Nahe des Tragersubstrates 2 er- 
reicht Danach werden der Wafer 1 und das Tragersub- PatentansprQche 
strat 2 beheizt und die Luft innerhalb der Kammer wird 60 

durch die Absaugoffnung 56 abgesaugt Zu diesem Zeit- 1. Verfahren zum Kleben eines Wafers an ein Tr8- 

punkt beruhrt die untere Fiache der oberen Platte 15 die gersubstrat (Fig. 1(a) und 1(b)) mit: 

vertikal beweglichen Blocke 102. Danach werden die Vorbereiten eines Wafers (1), der eine Fiache mit 

Schnecken 103 durch die Motore 104 gedreht, so daB einem Klebemittel (3) besitzt, und eines Tragersub- 

sich die horizontal beweglichen Blocke 101 horizontal 65 strats (2), das den Wafer (1) verstarict und einein 

und die vertikal beweglichen B16cke 102 nach unten Fiachenbereich hat, der gr6Ber als der des Wafers 

bewegen. Die Abwartsbewegung der vertikal bewegli- (1) ist; 

chen Blocke 102 wird auf die obere Platte 15 ubertragen Anordnen des Wafers (1) auf einer ebenen Fiache 
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(41) eines WafertragerSB^Rit der die Klebemittel 
(3)-Schicht besitzenden FSche nach oben; 
Anordnen von zumindest drei MeBbl6cken (8), die 
eine grfifiere Dicke als die des Wafers (1) auf der 
ebenen Flache (41) des Wafertragers (4) haben und 5 
die den Wafer (1) in gleichen Abstanden umgeben; 
Anordnen des Tragersubstrates (2) auf dem Wafer 

(1) undderMeBbl6cke(8); 

Beheizen des Wafers (1) und des Tragersubstrates 

(2) und Absaugen der Luft urn den Wafer (1) und 10 
das Tragersubstrat (2) herum; und 

Drucken des Tragersubstrates (2) gegen deh Wafer 
(1) unter Verwendung einer Druckplatte (57), bis 
das Tragersubstrat (2) alle MeBbldcke (8) beruhrt 

2. Verfahren zum Kleben eines Wafers an ein Tr&- 15 
gersubstrat (Fig. 2(a) und 2(b)) mit: 

Vorbereiten eines Wafers (1), der eine Flache roit 
einem Klebemittel (3) besitzt, und eines Tragersub- 
strates (2), das den Wafer (1) verstarkt und einen 
Flachenbereich hat, der groBer als der des Wafers 20 

(1) ist; 

Anordnen des Wafers (1) auf einer ebenen Flache 
(41) eines Wafertragers (4) mit der die Klebemittel 

(3) -Schicht besitzenden Flache nach oben; 
Anordnen von zumindest drei MeBblocken (8), die 25 
eine groBere Dicke als die des Wafers (1) haben, 
die, abgesehen von der ebenen Flache (41) des Wa- 
fertragers (4) raumlich getrennt sind und die den 
Wafer (1) in gleichen Abstanden umgeben; 
Anordnen des Tragersubstrates (2) auf den MeB- 30 
blocken(8); 

Beheizen des Wafers (1) und des Tragersubstrates 

(2) und Absaugen der Luft um den Wafer (1) und 
das Tragersubstrat (2) herum; und 

Drucken des Tragersubstrates (2) gegen den Wafer 35 

(1) unter Verwendung einer Druckplatte (57) bis 
alle MeBblocke (8) die ebene Flache (41) des Wafer- 
tragers (4) beruhren. 

3. Verfahren zum Kleben eines Wafers an ein Tra- 
gersubstrat gemaB Anspruch 1, bei dem die Dicke 40 
der MeBbldcke (8) um 10~ 30 jun groBer als die des 
Wafers (l)ist 

4. Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein 
Tragersubstrat (Fig. 1(a) und 1(b)) mit: 

einem unteren TeO einer Kammer, der einen Wa- 45 
fertrager (4) mit einer ebenen Flache (41) beinhal- 
tet, auf der ein Wafer (1), der eine Flache mit einem 
KJebemittel (3) besitzt, mit der nach oben gerichte- 
ten Klebemittel-(3)-Schicht montiert ist; 
einem oberen TeU der Kammer (55), der die mit so 
dem Wafer montierte, ebene Flache (41) des Wafer- 
tragers (4) bedeckt und der eine AbsaugCffnung 

(56) zum Absaugen der Luft um die mit dem Wafer 
montierte, ebene Flache (41) herum und eine 
Druckplatte (57) enthalt, die einem Tragersubstrat 55 

(2) gegenfiberliegend zur Verstarkung des Wafers 
(1) auf dem Wafer (1) angebracht ist und die nach 
unten bewegt werden kann, so dafi die Druckplatte 

(57) das Tragersubstrat (2) gegen den Wafer (1) 
drflckt; 60 
zumindest 3 MeBbldcken (8), die eine groBere Dik- 
ke als die des Wafers (1) haben, die auf der ebenen 
Flache (41) des Wafertragers (4) angeordnet sind 
und die den Wafer (t) in gleichen Abstanden umge- 
ben, wobei diese MeBblocke (8) zwischen dem Trfi- es 
gersubstrat (2) und der mit dem Wafer montierten, 
ebenen Flache (41) eingezwangt sind, wenn das 
Tragersubstrat (2) an den Wafer (1) gedrQckt wird; 
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und _ 

Heizvorrichtungen^20, 21) zum Beheizen des Wa- 
fers (1) und des Tragersubstrates (2), die in den 
unteren und oberen Teil der Kammer (4; 55) einge- 
lassen sind 

5. Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein 
Tragersubstrat gemaB Anspruch 4, bei der die Dik- 
ke der MeBblocke (8) um 10-30 um groBer als die 
des Wafers (1) ist 

6. Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein 
Tragersubstrat gemaB einem der Anspriiche 4 und 
5 (Fig. 2(a) und 2(b)) mit: 

einer ringfdrmigen Halterung (9), die einen Innen- 
durchmesser hat, der groBer als der groBte Durch- 
messer des Wafers (1) ist, die auf der oberen Flache 
eine zylindrische Senkbohrung (91) hat, auf der das 
Tragersubstrat (2) angeordnet ist, und die durch 
einen elastischen Gegenstand (10) mit dem Wafer- 
trager (4) verbunden ist; und 
den MeBblocken (8), die an der ringformigen Halte- 
rung (9) fest angebracht sind und die das Trager- 
substrat (2) berfithren. 0 

7. Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein 
Tragersubstrat gemaB Anspruch 6 (Fig. 3(a) und 
3(b))mit: 

dem Wafertrager (4), der zwischen der mit dem 
Wafer montierten, ebenen Flache (41) und der un- 
teren Flache eine Vielzahl von Durchgangsldchern 
(40) besitzt; 

Wafertragerstangen (11) zum Tragen des Wafers 

(I) , die durch die Durchgangslocher (40) hindurch- 
gehen und von der mit dem Wafer montierten, ebe- 
nen Flache (41) des Wafertragers (4) hervorstehen; 
und 

einem Ventil (12) zum SchlieBen der Offnungen der 
Durchgangslocher (40) an der unteren Flache des 
Wafertragers (4X wenn die Wafertragerstangen 

(II) aus den Durchgangsldchern (40) herausgezo- 
gensind 

8. Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein 
Tragersubstrat gemaB einem der Anspriiche 4, 5, 6 
und 7 (Fig. 4) mit: 

dem oberen Teil der Kammer (55), der einen Gas- 
einlaB (58) zum Zufuhren eines Gases von der Au- 
Benseite in die Kammer; 

einer Gasversorgungsrohrleitung (13), die mit dem 
GaseinlaB (58) verbunden ist und das Gas zu dem 
GaseinlaB (58) liefert; und 
einer Heizvorrichtung (14) zum Beheizen eines Be- 
reiches der Gasversorgungsrohrleitung (13). 

9. Vorrichtung zum Kleben eines Wafers an ein 
Tragersubstrat gemaB einem der Anspriiche 4, 5, 6, 
7 und 8 (Fig. 5 und 6) mit: 

einem Luftzylinder (17) zum Antreiben des oberen 
Teil des Kammer (55) in die vertikale Richtung; und 
einem Paar von Schiebern (100), jeder davon mh: 
einem horizontal beweglichen Block (101), der in 
die Horizontalrichtung beweglich ist und eine 
schrage, obere Flache hat, die mit der Horizontal- 
richtung einen vorgeschriebenen Winkei bildet; 
einer Schnecke (103) zum Bewegen des horizontal 
beweglichen Blockes (101); und 
einem vertikal beweglichen Block (102), der in eine 
Vertikalrichtung beweglich ist und eine schrage, 
untere Flache hat, die die obere Flache des horizon- 
tal beweglichen Blockes (101) berQhrt; 
bei der der horizontal bewegliche Block (101) durch 
Drehen der Schnecke (103) in die Horizontalrich- 
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tung, der vertikal be^ 




te Block (102) mit der 



Bewegung des horizontal beweglichen Blockes 
(101) in die Vertikalrichtung und der obere Teil der 
Kammer (55) mit der Bewegung des vertikal be- 
weglichen Blockes (102) bewegt werden, wobei der 5 
obere Teil der Kammer (55) in die Vertikalrichtung 
bewegt wird, bis die flber dem Tragersubstrat (2) 
angeordnete Druckplatte (57) das Tragersubstrat 
(2) beriihrt und das TrSgersubstrat (2) an den Wafer 
(l)drtickt 10 
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' ZEICHNUNGEN SEJTE 7 



Nummer: 
IntCI. 9 ^^ 

OffenleUPtag: 



DE 197 07 771 A1 
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2. Januar 1998 



STAND DER TECHNIK 

Fig.7 (a) 
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